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Предложен метод учета сбоев в элементах электроники под действием потока медленных протонов. Сбой объясняется генерацией дополнительных электрон - дырочных пар при одновременном попадании двух протонов в чувствительный объем (SV).
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Рис 1.Зависимость отношения количества протонов NΔt  с разницей во времени попадания в чувствительный объем 
Δt < 0.5 нс к общему количеству протонов от их потока.
Время попадания каждого протона в чувствительный объем Nj (j=1,Nχ) моделируется генератором случайных чисел /1/. Вычислялось отношение количества совпадений Nk и Nj (k>j) с точностью Δt< 0.5 нc к общему количеству протонов NSV. Механизм генерации избыточного заряда за счет совпадения по времени попадания возможен при потоке протонов Ф > 7 107 см-2с-1 и может достигать десятки процентов (рис.1).
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